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DP8205
双 N 沟道增强型功率 MOSFET

概述

DP8205 采用先进的沟槽技术，提供出色的 RDS（ON）、

低栅极电荷和低至 2.5V 的栅极工作电压。该器件适合用

于电池保护或其他开关应用。

产品摘要

额定电压 VDS 20 V

额定电流 ID (at VGS=4.5V) 5.0A

导通电阻 RDS(ON) (at VGS = 4.5V) < 27mΩ

导通电阻 RDS(ON) (at VGS = 2.5V) < 32mΩ

TSSOP-8

绝对最大额定 TA=25°C

参数 符号 限度 单位

漏极-源极电压 VDS 20 V

栅极-源极电压 VGS ±12 V

漏极电流-连续 @ TJ=25℃ ID 5 A

脉冲漏极电流 b IDM 20 A

漏源极二极管正向电流 a IS 2.5 A

最大功率耗散 a
PD 1.5 W

工作结温和存储温度范围 TJ,TSTG -55 To 150 ℃

热特性
参数 符号 限度 单位

结温与环境温度的热阻 a RθJA 100 ℃/W
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DP8205
双 N 沟道增强型功率 MOSFET

电气特性 (TA=25℃，除非另有说明)

参数 符号 条件 最小 典型 最大 单位

关闭特性

漏源击穿电压 BVDSS VGS=0V ID=250μA 20 - - V

零栅压漏极电流 IDSS VDS=20V,VGS=0V - - 1 μA

栅源漏电流 IGSS VGS=±12V,VDS=0V - - ±100 nA

开启特性

阈值电压 VGS(th) VDS=VGS,ID=250μA 0.5 0.7 1.2 V

导通电阻 RDS(ON)

VGS=4.5V, ID=4.5A 14 20 27 mΩ

VGS=2.5V, ID=3.5A 17 26 32 mΩ

正向跨导 c gFS VDS=5V,ID=7A - 17.7 - S

动态特性 c

输入电容 Clss VDS=8V,

VGS=0V,

F=1.0MHz

- 802 - pF

输出电容 Coss - 153 - pF

反向传输电容 Crss - 122 - pF

开关特性 c

开启延迟时间 td(on) VDD=10V,

ID=1A

VGS=4.5V,

RGEN=10Ω ,

RL=10Ω

- 18 - nS

开启上升时间 tr - 5 - nS

断开延迟时间 td(off) - 43.8 - nS

断开下降时间 tf - 20 - nS

总栅极电荷 Qg VDS=10V,

ID=4A,

VGS=4.5V

- 10.5 - nC

栅极-源极电荷 Qgs - 2 - nC

栅极-漏极电荷 Qgd - 2.5 - nC

漏源二极管特性

二极管正向导通电压 VSD VGS=0V,IS=1.7A - - 1.2 V

注释:

a. 表面安装在 FR4 板上，T<10 秒；

b. 脉冲测试：脉冲宽度≤300μs，占空比≤2%

c. 由设计保证，不进行生产测试。
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DP8205
双 N 沟道增强型功率 MOSFET

典型电气和热特性



2024/5/10 www.depuw.com ４

DP8205_REV3.4_CN
文 件 内 容 属 商 业 机 密，未 经 允 许，任 何 组 织 或 个 人 不 得 以 任 何 形 式 复 制 和 传 播 ！

DP8205
双 N 沟道增强型功率 MOSFET



2024/5/10 www.depuw.com ５

DP8205_REV3.4_CN
文 件 内 容 属 商 业 机 密，未 经 允 许，任 何 组 织 或 个 人 不 得 以 任 何 形 式 复 制 和 传 播 ！

DP8205
双 N 沟道增强型功率 MOSFET
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DP8205
双 N 沟道增强型功率 MOSFET

丝印描述
TSSOP-8

注意：

Y—生产年份代码（最后一位）

M—生产月份代码（例如：A 表示一月，B 表示二月……）

DD—生产日期（日期编号）

NN—晶片批号

例如：

Z5G1103

表示该产品生产于 2015 年 7 月 11 日，03 是晶片批次。
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DP8205
双 N 沟道增强型功率 MOSFET

封装外型尺寸
TSSOP-8
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DP8205
双 N 沟道增强型功率 MOSFET

卷带尺寸

TSSOP8
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DP8205
双 N 沟道增强型功率 MOSFET

重要申明

德普微尽力确保本产品规格书内容的准确和可靠，但是保留在没有通知的情况下，修改规格书内容的权利。客户在下订单前
应联系德普微获取最新的相关信息, 并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单确认时所提供的本
公司销售条款与条件。

德普微会不定期更新本文档内容，产品实际参数可能因型号或者其他事项不同有所差异，本文档不作为任何明示或暗示的担
保或授权。

本产品规格书未包含任何针对德普微或第三方所有的知识产权的授权。针对本产品规格书所记载的信息，德普微不做任何明
示或暗示的保证，包括但不限于对规格书内容的准确性、商业上的适销性，特定目的的适用性或者不侵犯德普微或任何第三
人知识产权做任何明示或暗示保证，德普微也不就因本规格书本身及其使用有关的偶然或必然损失承担任何责任。

德普微对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用本公司的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品
和应用相关的风险，客户应提供充分的设计与操作安全验证。

针对本规格书所披露的内容，在未获得德普微的授权下，任何第三方不得使用、复制、转换，一经发现本公司必依法追究其
法律责任，并赔偿由此对本公司造成的一切损失。

请注意在本资料记载的条件范围内使用产品，特别请注意绝对最大额定值、工作电压范围和电气特性等。 因在本资料记载
的条件范围外使用产品而造成的故障和 (或) 事故等的损害，本公司对此概不承担任何责任。

本公司一直致力于提高产品的质量和可靠度，但所有的半导体产品都有一定的失效概率，这些失效概率可能会导致一些人身
事故、火灾事故等。当设计产品时，请充分留意冗余设计并采用安全指标， 这样可以避免事故的发生。

使用本公司的 IC 生产产品时，如因其产品中对该 IC 的使用方法或产品的规格，或因进口国等原因，包含本 IC 产品在内的
制品发生专利纠纷时，本公司概不承担相应责任。


